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1. Вплив перехідних процесів на формування адсорбційного відгуку сенсорних структур на основі
наноматеріалів

2. The influence of transient processes on the formation of the adsorption response of nanomaterials-based gas-
sensitive structures

Реферат:
1. Дисертацію присвячено дослідженню фізико-хімічних особливостей формування адсорбційного
струмового, ємнісного та опорового відгуків у газочутливих контактах метал-напівпровідник із тонкими
проміжними плівками ITO (оксиду індію-олова), гетероструктур на основі шарів оксидів титану, цинку,
індію-олова, кремнієвих фотоелектричних перетворювачів, поруватих вільних шарів карбіду кремнію (SiC), а
також вивченню впливу перехідних процесів за участі пасткових рівнів на адсорбційну чутливість вище
означених напівпровідникових структур та можливості застосування селективних параметрів цих
перехідних процесів для дискримінації хімічних сполук або формування нюхового образу газового
середовища. В роботі на основі аналізу адсорбційно-стимульованих змін вольтамперних характеристик



вперше показано, що причиною зростання зворотного струму крізь перехід p-Si/Ni із нанорозмірною
плівкою ITO під впливом адсорбції молекул етилового та ізопропілового спиртів при постійній прикладеній
напрузі є фізичний ефект зменшення висоти потенціального бар’єра у оксидній плівці, зумовлений зміною
потенціалу сил дзеркального зображення, що діють на неосновні носії заряду у переході. Сама ж зміна
потенціалу сил дзеркального зображення є обумовленою варіаціями діелектричної проникності плівки
внаслідок адсорбції та подальшої міграції молекул аналіту у її об’єм.

2. The dissertation is devoted to the study of the physical and chemical features of the formation of current,
capacitive and resistive adsorption responses in gas-sensitive metal-semiconductor contacts with thin
intermediate films of ITO, heterostructures based on layers of titanium, zinc and indium-tin oxides, photovoltaic
cells, free layers of porous SiC, as well as the study of the influence of trap-induced transient processes on the
adsorption sensitivity of the semiconductor structures and the possibility of using the selective parameters of
these transient processes for the discrimination of chemical compounds or formation of the olfactory image of gas
environment. Based on the analysis of adsorption-stimulated changes in current-voltage characteristics, it was
shown for the first time that the reason for the increase of the reverse current through the p-Si/Ni contact with
nano-sized ITO film under the influence of the adsorption of ethyl and isopropyl alcohol molecules at a constant
applied bias voltage is the physical effect of decrease of the potential barrier height in the oxide film, caused by a
change in the potential of the image forces acting on minority charge carriers in the interface. The change in the
potential of the image forces, in turn, is caused by variations in the dielectric constant of the film as a result of
adsorption and subsequent migration of analyte molecules into its volume.
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